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【はじめに】近年、センサーの自立電力源への応用を目的とした圧電振動発電に関する研究が盛

んに行われている。最も主流であるたわみ振動を利用する素子における圧電体薄膜の性能指数

(FOM)は圧電定数の 2 乗に比例し、誘電率に反比例することから、我々は高い特性が期待できる

非鉛強誘電体として BiFeO3に着目してきた 1)。共振型の素子では高い変換効率が得られているも

のの、ランダム振動に対応するためには BiFeO3 薄膜のさらなる特性向上が必要となっている 2)。

本研究では、強誘電体薄膜の開発を効率的に行う方法として提案されているコンビナトリアルス

パッタ法 3)を取り入れることにより BiFeO3薄膜の組成最適化の検討を行った。 

【実験方法と結果】同じペロブスカイト型強誘電体である Pb(Zr, Ti) O3 (PZT)薄膜における先行

研究 4)と同様の手法で温度傾斜と直交する方向に Bi供給量の勾配を持った BiFeO3を製膜した。 

 Fig.1 挿入図に示すようにウエハ面内の 25 点において X 線 2θ-ω 測定および EPMA による組成

分析を行った。面内全域に渡って BiFeO3 (001)配向成長やペロブスカイト相の形成が確認された

が、Bi 供給量が少なくかつ 480℃付近の成長温度領域で良好な BiFeO3 (001)配向成長が認められ

た。一方 Bi 供給が多い領域では

酸化ビスマスの析出も認められ

た。Fig.1は上記 25点において得

られた Bi/Fe組成比と、X線 2θ-ω

測定結果から求めた BiFeO3 の面

外格子定数の関係をプロットし

たものである。Bi/Fe 比が化学量

論組成に近い領域では BiFeO3 の

格子定数は約 3.95Åであり、Bi/Fe

比の増加に伴い格子定数が増加

することがわかる。また化学量論

組成が得られた領域では良好な

強誘電性も確認できた。当日はそ

の結果や電気特性についても発

表する。 
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Fig.1 The relationship between composition ratio (Bi/Fe) and 

lattice constant of BiFeO3. 
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